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 スピントンネル接合La0.6Sr0.4MnO3/Nb:SrTiO3 (LSMO/Nb:STO) における
ショットキー障壁高さは、デバイス特性を決定づける重要なパラメータ

ーである。しかしながら、これまでに報告されている値は測定手法ごと

に大きく異なっており[1, 2]、このことは界面における特徴的なポテンシ
ャル分布を示唆するものと考えられる。そこで我々は、励起光の入射エ

ネルギーおよび角度変化により検出深さ (λ) を変えた内殻準位光電子分
光 (PES) 測定を行い、LSMO/Nb:STO へテロ接合のポテンシャル深さ分
布を決定した。 
 図１に (a) 軟X線 PESお
よび (b) 硬X線PES測定か
ら得られた Ti 2p 内殻スペ
クトルを示す。検出深さの

違いにより、ピーク位置お

よびスペクトル形状に顕著

な変化が見られる。特に、

界面敏感な軟X線 PES測定
における変化が著しいこと

から、これらの変化は界面

における急峻なポテンシャ

ル変化に起因するものと考

えられる。図２に PESスペ
クトルをシミュレーション

することにより得たポテン

シャル分布を示す。これら

の結果から、LSMO/Nb:STO
へテロ界面 1 ~ 2 nmの領域
においてポテンシャルが急

激に変化する空乏領域が形

成されていることが明らか

となった。 
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図２. PES測定から得られたポテンシャル分布 

 
図１.角度依存 Ti 2p内殻スペクトル 
（(a) 軟 X線 PES測定、(b) 硬 X線 PES測定） 


